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Vyndlez sa tyka spdsohu edstranovania fotorezistu a distenia

povrchov kyslidnike kremiéitého a kremfka v plandrnej technelegii
vyroby mikroelektronickyoh prvkov a integrovanych obvodov. |

Zékladnymi operdoiasmi aplikovanymi v plandrne] techno}égii
vyroby mikroelektronickych prvkov a integrovanych obvodov sy tie-
to : ovratvenie masky oxidu kremiditého rezistorom foto- alebo
elektronovym, jeho expozicia elektromagnetickym Ziarenim alebo zviz-
kom elektronov, vyvolanle zdznamu optickej informdcie vo forme mi-
kroreliéfneho zobrazenia podla predlohy diftznym procesom rozpista-
nia, leptania do exidu kremiditéhe cez reliéfnu Struktiru vymedzova=.
cieho filmu rezistu alebo ne&istdt z povrchu oxidu kremiditého, resp
kremika. '

Kvalita a funk&nost findlneho produktu si vyznamne ovplyvio-
vané stupnom G3inného odstrdnenia zvyskov reéistov, resp. nedistét
2z povrchu oxidu kremicéitého, pripadne kremika. K tomuto udelu, ako
zndme sa pou?ivajd bud "suché procesy" postupnej deftrukcie rezisge
tu udinkom nizkoteplotnej plazmy Oy No, GF4, pripadne inertnych
plynov, alebo takzvané "mokré procesy" zaloZené na energickom oxidad
nom Stiepeni, deStrukcii a hydrolyze Uinkom zmesi silnych kyselin
a peroxidov, naj8astejsie zmesi koncentrovanej kyseliny sirevej a
peroxidu vodika pri teplotdch okolo 140 odi%ﬁ%%gzhemické varianta
mokrého procesu

8% spodiva \ v postupnej oxidadnej deStrukeii fotorezistu GSinkom
singletového kyslika l02, ozonu 03, alebo atomdrneho kysliks, ktoré
vznikajd pri teplote 90 aZ 140 9¢" fotochemickou cestoun v prostredd
koncentrovanej kyseliny sirovej z absorbovaného kyslika a pritomnej
vody dSinkom svetelného Ziarenia, a v ndslednej hydroljze vznikau-
| t¥ch karbonylovyoch zltdenin d¥inkom pritomnej zmesi Haso4 + Hy0e
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Nevyhodou suchych procesov je velkd investi¥nd ndrodnost
na pristrojovd techniku, velkd spotreba energie a poZiadavka vy-
sokodistych plynov. V pripade mokryjch procesov sa za nevyhodu
povaZuje velkd spotreba chemikdlii vysokého stupna distoty "pre
polovodide", ako aj pracnost operdcii pri vySsich teplotéch. v
obidvoch pripadoch expozicia opracovdvaného systému pri vysSe]
‘teplote mé%e mat za ndsledok urychlenie neZiaducich difdznych a
mechanickych dislokadnych procesov. '

- Uvedené nevyhody sa neuplatnujd u spdsobu odstranovanis fo-
torezistu a Sistenia povrchov oxidu kremiditého a kremika v pla-
ndrnej technologii vyroby mikroelektronickych prvkov a integro-
vanjch obvodov podla vyndlezu, ktorého podstatou je, Ze na foto=
rezist situovany na povrchu dodti&iek oxidu ggemiéitého, kremika,
resp. ha injych tuhych povrchoch sa pdsobi 70498 % kyselinou
sirovou pri teplote 20 az 50 ®c za sidasného sytenia fdzového roz-
hrania "rezist/H2304" plynnou zmesou kyslika a dusika, obsahujice-
ho 0,1 a%Z 3 % obj. ozonu. ‘

Postupovet sa mbZe aj tak, Ye do kyseliny sirovej sa pridajud
senzibilizatory zo skupiny arematickioh aldehydov, ako je s vyho-
dou benzaldehyd, organickych peroxidov, ako je benzoylperoxid, di-
benzoylperoxid, kuménhydroperoxid a aalej organickych farbiv, ako
je kongoderven, krydtdlova violet, patentnd modra A, kyselina an-
trachinon = 2 = sulfonovd. Pestup mo¥no vykondvat 1 aZ 12 ndsohne
tak, Ye sa zabezpedi cirkuldcia a recirkuldcia reakdnej zmesi, pri-
pa-dne i stabilizétorov.

0zon je v sistave stripovany tek, aby opakovatelne saturoval
povrch rezistu a vedla svojho fotochemického Géinku, t.j. generd-
cie sipgletového kyslika 102 a atomdrneho kyslika O, zabezpecdoval
intenzivne premieSavanie roztoku a naruSovanie nepohyblivej vrstvy
kvepaliny situovane] na povrchu destruovaného tuhého telesa rezistu.

Spdseb odstranovania fotorezistu a Sistenia povrchov podla
vyndlezu je zaloZeny na sibeZnom alebo jednotlivom pdsobeni singletovym,
kyslikom 102, ozonom O3 alebo atomdrnym kyslikom, ktoré vznikaju
/102 a 0/ alebo si privddzané /najmd 03/ na povrch rezistu za denného
svetla alebo aj v tme. Pri tomto procese uUfinkuje fotorezist ako senzi-~
bilizdtor urychlujdci proces vlastného Stiepenia ozonu na 102 a 0 w
proces fotochemicke] oxiddcie retazca polymérnej zlozky fotorezistu.
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StibeZne s tymito procesini sa vo vlastnom objeme H2$04 generuje

kyselina peroxisirovd H2305 prispievajica svojim oxida&nym WSin~
kom k procesu postupnej povrchovej oxiddcie a hydrelyzy fotore-
zistu. Katalyticky uéinok stopovych kvdnt prechodnych kovov nemo¥-

vyluéit v tomto procese ani pri aplikdcii kyseliny sirovej Gig=
toty "pre polovodicde".

Vyhody spdsohu podla vyndlezu si v dosiahnuti vysokéhe stup-
na distoty povrchu oxidu kremiéitého, resp. kremika., Na dosiahnu-
tie tohto efektu je potrebnd kratsia doba ako pri klasickom postus-
pe s kyselinou Caroovou a predovsetkym je vyhodou prédce za normdl-
nej laboratornej teploty /20 °0/. Pritom s vyhodou moZno aplikovat
skupinové opracovanie dofitiSiek situovanych v teflonovom driaku,
¢im sa podstatne zniZuje spotreba kyseliny sirovej na jednu dostid-
ku a zvySuje produktivita prdce a Setria pracovné sily. Nemenej vyz-
namné Je Ealej vyssia bezpednost prdce a zniYenie rizika znediste-
nia pracovaného prostredia Skodlivymi exhaldtmi, ako aj niZsie pre-
vddzkové ndklady v porovaani s klasickymi mokrymi i suchymi proces-
mi,doteraz pouZivanymi. Nakolko v procese podla vyndlezu nedochédza
k vyraznému znifeniu konecentrdcie H2804, JeJ Jednoduchd regeneracia
od zvyskovych nedistdt zniZuje vyznamne jej spotrebu.

Predmet vyndlezu ilustruji nasledujice priklady prevedénia H

Prikled 1

Do kremenného reaktora = absorbéra primeraného objemu podla pogtu
opracovévanych doS8tidiek sa umiestni primerané mnoZstvo kyseliny
sirovej &istoty "pre polovodide", "PTe analjzu" alebo "3istej" -

podla ndrodnosti vyroby /napr. na 80 doStidiek "Si/810s/rezist" o
priemere 37 mm 500 ml H2304 96 %-nej. ..« PredloZend kyselina
sa temperuje samovolne na teplotu 2022 °C, Za stSasného otdSania
* kruhového zdsobnika s doStilkami sa od dna reaktora stripuje zmes
ozonu a molekulédrneho kyslika, obsahujuca 0,1 a%Z 3 % objemové 03

pe dobu 15 mindt. Proces odstranovania rezistu Je sprevadzany pos=

tupnym zvysSovanim optickej hustoty kvapalného kontinua ako tmavau-
tie. Po skondeni operdcie sa zdsobnik doetiéiek opatrne vysunie z

kyseliny a okamZite ponori do kadi¥ky s istou vodou /Sistoty "MOS",
P.8., alebo "Cistd"/ a premyfva tedlcou vodou a¥ do odstrinenia ZVY 8w
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kov kyseliny. Po desat mindtovom prani déme'doétiéky opléachnut
distym alkoholom a vysudime v odstredivke. Tento postup bol apli-
kovany na dosticky "/Si/SiOE/rezist/" so svetlocitlivymi vrstva-
mi SCR-3-3 /Lachema n.p. Brno/, Izopoly /USA/, KMR 752 /Kodak Ltd.
USA/ s dobrymi vysledkamie.

Priklad 2

Postupuje sa ako v priklede 1 s tym rozdielom, Ye kyselinu siro-
vi uvedenej koncentrécie nasytime pred ponorenim zdsobaika dos=-
ti¢iek prebubldvanim plynnou zmesou 03/02/3/100 objemove/ za den-
“ného svetla, pripadne za tmy po dobu 5 mindt. Do takto priprave=
nej reakinej zmesi ponorime zdsobnik s dodtidkemi na 14 minit,
pridom tymto sustavne otacame, ¢im sa zabezpec1 U8inné premiesa-
vanie sustavy. Stripovanie 0zonu sa kona po celd dobu odstranova-
nia rezistu.

Priklad 3 .

Do jednolitrového kremenneho reaktora premiestime 500 ml H2 4

96 %=-nej, ktord vvlemperugeme na teplotu 50 °c., Naviac v kyse-
line rozpustime 0,002 aZ 5 g organlckeho senzibilizdtora stdleho
v prostredi HqSO4, kongooerven a sustavu premieSavame prebubléva=-
aim kvapaliny zmesou O /Og/Nz/pomer obj. %~ 0,5/20/79,5/ za la=
boratornej teploty /25 0C/ po dobu 12 minit. Potom ponorime do
kvapalnej sustavy H2804 kruhovy zdsobnik s dodtidkami "Si/SlOZ/
rezist", ktorym otddame za sudasného privodu plynnej zmesi ozonu
po dobu 3 minuty. Dalej dosticky premyvame vhodnym postupom ako

v priklade l.

Priklad 4 ,

Postup zhodny ako v priklede 3 8 tym rozdielom, Ze namiesto orga-
nickfhe farbiva predlozime do’HasO4 rovnaké mno¥stvo benzaldehy=-
du; Dalej postupujeme ako v priklade 3.

Priklad 5
Postup, podmienky a zloZenie roztoku HZSO4 totoZné s prlkladom

4 s tym rozdielom, Ze namiesto benzaldehydu pouZijeme benzoylpe-
roxide.

Priklad 6
Postup, podmienky a zloZenie zhodné ako Vv priklade 3 s tym rozdie-
lom, %e ako senzibilizdtor pouZijeme kuménhydroperoxid v rovaakom



mnoZstve.
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Postup, podmienky a zloZenie zhodné ako v priklade 5 s tym
rozdielom, Ze namiesto benzaldehydu pouzZijeme dibenzoylperoxid
v rovnakom mnoZstve.,

Priklad 8

Postup zhgdny 8 nlektorym postupom uvedenym v prikladoch 1 a%
4, v proces odstranovania rezistu Je dopl-
neny kontinudlnym postupom odstranovania produktov fotooxidad—
nej destrukcie a recirkuldciou kyseliny sirovej, ktorej zloZe=-
nie sa udrZuje na konstantnej hodnote, pokial ide o obsah H2$O

4
a senzibilizdtorov.
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1. Spdsob odstranovania fotorezistu a distenia povrchov oxidu
‘kremiditého a kremika v plandrnej technologii vyroby mikro-
'plektronickjch prvkov a integrovanych obvodov vyznadujici sa
tym, Ze na fotorezist situovani na povrchu oxidu krem}éitého,
kremike alebo na inych tuhjch povrchoch sa pSsobi 70"98 %=nou
: kyselinou sirovou za sudasného sytenia fdzového rozhrania
1"rezist/H2804" plyenou zmesou kyslika a dusika, obsahujicou
0,1 a% 3 % obj. ozonu za teploty 20 aZ 50 °c.

2. Spbseb podla bodu 1 vyznadeny tym, Ze do kyseliny sirovej

sa pridajad éenzibilizétory zo skupiny aromatickych aldehydov,
ako je s vyhodou benzaldehyd, organickych peroxidov, ako je ben-
zoylperoxid, dibenzoylperoxid, kuménhydroperoxid a Ealej orga-
nickych farbiv, ako je kongoServen, krystdlovd violet, patentnd
modrd A, kyselina antrachinon-2-sulfonové.

©

3. Spbsob podla bodu 1 alebo bodu 2 vyznaCeny tym, Ze postup Jsu
' vykondva 1 aZ 12 ndsobne pricom sa zabezpeéi cirku-
ldcia a regenerdcia reakénej zmesi kyseliny sirovej a pripadnych
senzibilizdtorov.
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